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INTRODUCTIOR

Le modéle 530 est congu pour contrdlar les semi-conducteurs en circuit et hors circult, il
posséde des dispositifs spécisux pour faire des mesures hors circuit.

11 utilise une technigue 3 signaux pulsés basse fréquence de fzible rapport cyclique pour
contrdler sous courant fort los semiconducteurs shuntés dans un clrcult de faible impédance. Par
ailleurs, i1 utilise un systéme de conduction 3 courant fazible pour permettre a 1'utilisateur
d'identifier les &loctrndes du semi-conducteur dans presque tous les essals en circult et dans
tous les essals hors circuit.

Un dispositif spécial permet de mesurer lo fréquence pour laguelle le galn du transistor
est 1'unith. C'est 1o Ft pour un transistor, il est égelement appliqué aux &lémonts bipolaires.

Pour les mesures hors circult du beta des transistors et du Gm des effets de champs, la
tochnique dos signaux BF pulsés de forte puissance procure des courants jusqu'd 2 ampéros, sans
dissipation excessive.

L'apparel]l est congu pour un minimum de manipulation rendant ainsi les gontriles trés
rapides.

POSSIBILITES PARTICULIERES

15 Lo circult délivrant des pulses ¢'énergic limitée permot une utilisation dans un circuit
do basse impédance avoc une séouritd absolue pour 1'6lément contréld.,

29 Le clavier & b positions branche le semi-conducteur dans toutes les conflqurations
séquentielles possibles rendant inutile 1a connaissance des Electrodes du semi-conducteur.

i. L'élactrode base ou grille est identifife 3 l2 couleur sélectionnie per le clavier on
contriile sur positicn "HIM. Toutes les &lectrodes du transistor sont idantifies sur la positlon
mO", L'Electrode grille est identifife sur les effets de champs.

b Détermination sutomatigue de polarité pour identifier los semi-conducteurs bipolaires NPM
ou PNP: 1o canal N ou P pour les FET.

5. Un signal audic Indique si le scmi-conductour est bon. I1 n'est pas ndcossaire de regarder
le 530 lorsque 1'accessibilité au semi-conducteur est délicate.

b. Mesure de Beta sur 2 gammus pour les transistors de petits sigeaux et de puissanco. Une
mesure précise, 3 courant importent (Ic = 2 Aep pour Beta = 200), est effectuée sans dissipation
excessive grice 3 un circult spécial par pulse de 300 microsecondes et de rapport cyclique de 1.

7. Mesure Ft (produit gainfbande pessante) des tramsisters bipolaires.

8. Mesure Gm pour les FET de faible coursnt 2t fortc puissance. les effets de champs ]
foncticnnement appauvri et enrichi peuvent Bire mesurés.

9. Mesure 12 tension de claguage et la tension inverse de fulte jusqu'a 100¥. Une limitation
automatique du courant prévient le semi-conducteur de toute surcharge.

10. L'échelle du galvancedtre cst congue pour permettre une trés grance plage de locture des
courants de fuite.

M. Les pinces mini-lock permettent um brancherent dans des endroits difficilesent occes-
sibles.

2. Les trois sortics sur 1a face avent du 530 permottent 3 1'apératour de choisir au mioux le
type de sonde & relier au seei-concucteur & essayer.




CARACTERTSTIQUES
EN CIRCUIT

Essal BON/MAUVAIS pour transistor, FET ou thyristor

Identification de type NPN cu PRP, canal W cu canal P.

Idenfication de 1'électrade grille pour les TEC et de lz base pour les transistars
(position HI).

Identification de toutes les clectrodes sur la positinn "LO".

Iventification do toutes les €lectrodes des thyristors,

Identification do 12 polarité dos diodes.

HORS CIRCUILT

Essail BON/MAUVALS pour los transistors, FET ou thyristors.

Identificotion de type NPN ou PHP, canal N ou P.

Identification de la grille pour les FET,

Idgntificetion des {lectrodes, des transistors ot thyristors.

Mesure la tensionde claquage jusqu'd 100 volts sur les transistors, thyristors et dlodes.
Mosure lo courant do fuite inverse de 0,5uh 3 Smh pour les transistors, thyristors et
diodes.

Mesure Idss et la fulte de gille pour les FET.

Mosuro Bota pour les transistors de petits signoux et de pulssance.

Masuro Gm pour les FET de falble et forte pulssance.

Mesure Ft (produit gain/bande passante pour les transistors bipolaires) jusqu'd 1,5GHz.

COURANTS DYESSAIS

Courant de baso : 200p4 (sur positicn H1)
1mA (sur position LO)
pendant 1% du cycle de conduction.
fourant collecteur : 100mA pendant &% du cycle de conduction.
Fréquence : 7 cycles/seconde.
Tension inverse pour mesure de fuite : 0 3 10V (SmA) et 10 3 100v(100 micro amp.)
Courant pour mesure de Beta :
Sur "LO™ 50 micro amp.
Sur "HI" 10mA pulsé 3 environ 1% du cyele de conduction.

VALEURS LIMITES DES SHUNTS POUR LES ESSAIS MBON™ QU "HAUVAISY
Résistance : mlnisum 10ohms sur "HI"
minioum 71,5Kches sur "LOM.
Capacité : Jusqu'd 15MF sur MHIT,
Jusqu'd IMF sur PLOM.
MESURES DE Ft

Tension d'essai @ B volts
Courant d%essei @ 10mA.

GAMME DE COMTROLE

Ft = 0 3 100MHz fréquence d'essal  TMEz
Ft = 0 3 S00MHz fréquence d'essai 10MHz
Ft = 0 & 1500MHz fréguence d'cssel JOMH:z




PRECISION DES MESURES

Mesurc Typigue Garantie

25°C Fo I ¥ 0 -50°C
Beta 7% 0% 15%
Gm 7% 10% 152
Courant de fuite 0% 20% 251
Ft 10 209 304

KCCESSOIRES

1 Sondo compensée de 3 pinces eini-lock

1 Sondo pour mesure de Ft
Sonde Oyno~-flex FP5 en option

DIMENSIONS

HASSE

3hx25,7410,2cm

2,




En bref - CE QUE PEUT FAIRE LE 530

1. Détormine si un transistor, FET ou thyristor est bom, en ou hors circuit.

2. Détermine si yne dinde pst bonne en nu hors circuit.

3, Identifie les connections Emctteur-base-ccllectour des transistors.

b, Tdentifie 18 grille des FET.

5. Indique 12 polarité d'un semi-conducteur bon : KPR ou PNP, cznal W ou P.

6. ldentifie les connections cathodes—grille-anode des thyristors.

7. Wesure les parasétres de fuite et de claquage des transistors.

8. Mesure IDSS et 12 fuite de grille des FET.

9. Mosure U(BRICES des transistnrs et la tensinn inverse de pointe des dindes jusqu'a 100V,
0. Mesure le courant inverse ce fuite des dirdes.

11. Mesure Ft des transistors bipolaires on 3 gemmes 0-100MHz, 0-500MHz, 0-1500MHz.
12. Dbtermine si 1'Elément essayé est un transistor, un FET ou un thyristor.

13, Peut contrBler les nouveaux FET, & foncticnnement appauvri ot gnrichi.

CE QU'IL FAUT SAVOIR DU 530

1. 11 y a certain seml-conducteurs qul ressemblent 3 des transistors et qul ne peuvent 8tre
contrblés par le 530. Ce sont les triacs ot les diacs.

2, Sur la positlen "HI DRIVE™ la plupart des trensistors Indiguent bons sur 2 positions adja-
contes du clavier. Cecl parce que les transistors ont un certain gain lorsque la collecteur et
1'émottour sont intervertis. Si le circult est shunté ou si le beta inverse du tronsistor ost
trés foible, 1'indication "bon™ existora seulement sur une position du clavier. Dans les 2 cas le
transistor est considéré comme bon.

3. Sur 1a position LO, le plupart des transistors indiquent bons sur une position seulement. Dans
qualgues cas raros, les trensistors 3 haute fréquence ou les tramsistors avec un beta lnverso
#levh indiquent bons sur doux positicns adjocentes ayant 12 s@mo couleur do base. Ceci ost ancore
un ossai valable mais soule L'8lectrede de base du transistor peut Btre identifiée.

Y. Les effets de champ peuvent Btre contrBlés soit sur "LO ORIVE™ soit sur "HI DRIVE" mais seuls
les FET aysnt un fort Gm indiquent bons sur LO. Cependant lorsque 1'cn salt avoir 3 faira 3 un
FET 1'essai est fait sur "HIM. le circuit de détection du 530 est plus sensible sur cetto
position.

5. Pour les mesures de Betz des transistors de faible puissance, le courant de base est d'environ
50 microampéres, courant constant. Aussi, l2 mesurc du Beta est une mesure dynamique, {signal
faible carré, superposé 3 une tonsion continue de polarisatien), simulant les conditions de
fonctionnement en circuit ot non pas simplement un mesure de gain statique.

four 12 mesure de Beta des transistors de puissance Ib est environ 0mA, pulsé da 300 micro-
seconde 3 1% du cycle de conduction. Du fait gque le courant base It est constant, le courant
collecteur ¢ varie suivant le Beta de 1'@léeent 2 mssayer.

6. Pendant les mesures de bets ou e Gm 11 est poessible de déterminer le courant collocteur ou
drain aux conditions d'essais des &léeents mesurés en se référant aux indications du Milll-
amperemétre.

L'échelle de beta sur position HI PWR est proporticnnelle zu courant collecteur (transistor)
ou au courant de drain (FET) de 1'&élément mesuré. L'Echelle 0-200 est convertie en milliampéres
en multipliant par 10. En d'autres termes 1z lecture pleine échelle correspond 3 2 ampéres.

7. La temsion d'essei "lLezkage volts™ applicuée a2u sesi-conducteur est appliquée avec une
limitation automatigque de courant. Jusqu'd 10 wolts le courant est linité & Smfh. hb dessus de
10volts le courant est limité 3 100microzspéres. Si le claguage se produit juste en dessous da
1Wvelts, 1'piquile du galvanométre déviera epproximetivesent 3 pleine @chelle suivant le réglage
"Leakage volts". Si le claguage se produit juste au dessus do 10volts le courant indigué ne
dépassera pas W00 microampéres.

8. La graduation de 1a tension est approximative. Lz valeur cxacte de tension de claguage peut
Stro mesurfe avec un voltmétre & haute impidance branché sur les connectiens du semi-conductour.
Ce volmtre ne doit pas Btre branché pendant les eesures de courant de fuite.
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INDENTIFICATION DES TRANSISTORS ET DIODES

1. Pratiquement tous les trensistors du type germanium sont sous boitier métallique : le type
tubulaire 3 connections flesibles et 1= présentation standard T05.

2. Los transistors sous présentztion boitier type T0-3 ou T0-5 peuvent #tre soit germanium,
silicium au TEC. 2 ou 3 chiffres sprés 1'indicatif 2M indique trés souvent un type germanium,

3. Las transistn}p de pulssence sous boitier T0-66 et los transistors de puissance sous boitier
plastique sont presque toujours silicium. Lo collecteur d'une manidre générale est relid au
boitier et 3 1a connection centrale.

h, La base sur la plupart des transisters plestigque moderncs gst seit lz connection centrale ou
1a connoction de droite en regardant 12 partie plate les fils vers le bas. Dans ce dernier cas le

collectour est lo cente.

5. La plupert des FET ont 1o connection grille 3 droite en regardant la partie plate les fils
vors le has; 1a source est au milieu. Copendant il y o quelques excoptions. Dans presque tous los
JFET 1a source et le drain peuvent Stre interchangls sans effets diévaforables.

6. Tous les transistors ont un certsin gain lorsque le collecteur ot 1'émetteur sont Inter-
changés, & 1'exception des Darlingtons.

7. Diodes germanium, d'une moniére ginérale, pouvent Etre reconnues par lour hoitler transporent
portant deux ou trois bandes couleur. Les dindes silicium sont géniralement peintes, car lo
silicium est sensible 3 1» lumidre ot doit Gtce protégd de la lusiére ambiante.

8. Los offets de chemp do pulssance en boitier T0-3 ont ginfralement une configuration de
connections sinilaires aux transistors bipelaires, avec les comparaisons suivantes :

FET TRAKSISTORS

Drain Collecteur (boitier)
Grille Base

Source Emgtteur
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COMMANDES ET INDICATEURS
1. Lampe WPH/N-CH
Cette lampe s'Gclaire lorsqu'un transistor WPH ou FET zanal K mesurc est bon.

2. Lampe PNP/P-CH
Cette lampe s'@claire lorsqu'un tramsistor PRF ou un FET canal P mesuré ost bon.

3, fonftre d'identificotion des Electrodes
Idantifte les électrodes du semi-conducteur. Les ceuleurs de 1a fondtra sont lides 3 celles

des bornes de sortie (6).
h. Claviar
seloctionne correctement les cloctrodes du sesi-conducteurs pour les mesures et 1'idonti-
fication.

5, Commutateur DRIVE
sulactionne le courant de commande mecessaire pour les contriles d'identlfication.

b. Bornes de sortie
Los couleurs diés bornes de sertie sont libes sux couleurs do la fenftre d'identificatlon pour
la détermination des electrodes.

7. Socle pour essal hors circult
Les bornos do cotts prise sont relides avx bornes (6).

fi. Interrupteur hout parleur
Stutilise pour mettre ou supprimer 1'indlcation audio.

9. Sélecteur Transistor Beta/FET Gm
Seloctionne les conditions d'essals pour les mesures des transistors ou des FET.

10, Sélocteur LO PWR/HI PWR
Séloctionne les conditions d'essais pour les semi-conducteurs de petits signaux (LO/PWR) et
de pulssance (NIfPWR). Coct s'applique 2ussi bien aux transistors hipolzires qu'aux FET.

1. Mise on sarche
Lz lempe adjacente indique 1» mise sous tension de 1'eppareil.

12. Shlecteur NPN/PHP
Sélectionne les conditions d'esseis approprifes pour les mesures de galn et de fuite hors

circuit. La position est déterminée per 12 lzmpe fclzirde pendant 1'essai honfmauvais.

13, Sélecteur "Push to test”
Le poussoir doit Etre maintenu appuyé pour les mesures de fulte et de tension de claquage.

14, Commande de 1o temsion de fuite
Cotte commande ast utilisée pour régler 12 tension du fuite et 12 tension de claguage.

15. Socle PNP pour les mesures de FI.
16. Socle NPN pour les mesures de fT
17. Sélectenr de gsmme en Mz pour F1
18. Indicateur de la valeur de FT

19, Indicateur pour les mesures de fuite et ce gain.




UTTLISATION DU MODELE 330

CONTROLE EN CIRCUIT

ATTENTION

S'assuer que 1'appereil en cépanmage n'est pas alimenté et que les condensateurs sont
déchargés.

fi. TRANSISTOR EM EFFET DL CHAMP
1. Positionner 1'interrupteur (5) sur 13 pesition LO.

2. Brancher les 3 pinces mini-lock (dons n'imprrte quel ordre) aux électrodes du semi-
conductour & essoyer. Les fiches bananes doivest 8tre branchées dans les prises femelles
do leurs covlours respectives.

3. Déplacer lentement lo clavier (4) jusqu'? chtenir 1'éclairement d'unc dos deux lompes
(1) ou (2). Un signal sudio sera entendu si 1'interrupteur (B) est sur la positien "ON".
La lampe bclairfe indigue si 1'élément est un PNF ou NPN ou un canal P ou N, Sur la
position L0 la plupert des transistors donnent une Indicaticn sur une seule pasition du
clavier. Cotto position du clavier perset la détermination de toutes les floctrades par
cbservation des couleurs dons la fendtre o'identification (3). La plupart des FEI
indiquaront (sur LO ou HI) bon sur 2 positions du clavier de mBme cruleur de base. Cocl
¢st o0 au feit que protiquement toutes los jonctions FET sont symétriques. La couleur du
la base Indiguée est la qrille du FET.

h. §'11 n'y o sucunc indication brane (aucune lampe s'allume) alors que le clavier ost
positionné successivement sur ses b positions en régime "LOM 1'Glément mesurd est alors :
a) Semi-conducteur 3 fort courant de fuite ou de trés faible gain.

b) Semi-conducteur avec jonction ouverte ou coupée.

¢} Semi-conductaur shunté par une impédance inférieurc 3 100hms (cf caractéristiques).

d) FET qul ne répond pas sur lo positicn LO.

5, Essayor le semi-conducteur sur lz position HI. Sur cette position la plupart des
transistors qul sont bons indiquent bon sur deux pesitions adjacentes du clavier de mima
couleur de base. Dans ce cas, sculement 1'Electrode base peut-Gtre identifite.

6. Si 1'élément indique bon sur 12 position HI alors & (a) ou & (d) pewvent Btre retenus.

7. 8i 1'Elément ne répond pas bom sur 2ucune position en HI, le démorter du clhreuit ot le
contrbler sulvant lez procidure hors circuit.

B, THYRISTOR
1. Se mettre sur 1a position HI
2, Brancher le thyristor dams n'importe quel ordre,

3. Tourner le sélecteur jusqu'? ce gue 12 lampe WPN s'allume sur une position et 1la lampe
PNP s'sllume sur une sutre position 2yant une couleur de base différente.

4. Le thyristor est bon si @

a) Ung indication NPN

b) Uns indication PMF sont obtenues peur des couleurs de base différentes.
Branchement :

a) Lz couleur de hase indigquée lorsque 12 lampe NPX est zllumée, est la gachette.
b} La couleur de base indiguéc lersque 1z lampe PRF s'allume est la cathode.




L.

5. Lorsque le thyristor indicue mauveis, il faut le sortie du circuit pour le contriler 3
nouveau. Certains thyristors heute tension sont bons lorsqu'ils Indiguent brn sur une
seule position (balayage TV)

DIODES

1. Afficher 0 volt au potentiométre (74)

2. Positionner le clavier en position extréme houte.

3. Positionner le selecteur 12 sur PNP.

b, Cranchar 12 pince jaune et 1@ pince bleue sux bornes de la disde.
5. Régler 1o tension de 10 velts environ.

6. Maintonir le poussoir (13) enfoncé et déplacer lo clavier sur les deux positlons
supérieures, en nbservant lz lecture sur 1'indicatewr (19).

7. La lecturo est pleina echelle sur une position, et plus faible sur l'autre position. la
cathode de 1» diode est branchbée 3 la pince indiquant le collecteur dens ls fenbtre
d'identification, et ce pour lo position, de plus forte indication. 51 les 2 positions
indiquent pleine echelle, 12 dicde est soit défectueuse, soit shuntéa par une trés faible
impédance.

D. DEFECTUDSITE INTERMITTENTE

Le transistor ftant branchf sur une position sonore du 530, maintenle le son en soumettont
le tronsistor asux chocs, # l2 chalour ou au froid. Un transistor défectueux par lnter-
mittence donpera un son intermittent.

CONTROLE WORS CIRCUIT

Ao TRANSISTORS

1. ESSAL BOR/MAUVAIS

a) Pesitionner sur positien "LO"
b} Brancher le transistor scit sur les plnces, seit sur le socle.
¢) Déplacer le sélecteur "TESTY lentement jusqu'd 1'obtention du signal audio.
Lorsque cé signal audic est cbtenu 1'identificaticn est faite selon les couleurs

indiguées per la fengtre du sélecteur.
d) 51 sucum son n'sst obtenu sur une des six pesitions un des c2s svivants peut dtre
retenu =

- Le transistor 2 une forte fuite cu un gain trés faible.

- Le transistor est coupé ou en court-circuit.

- Le transistor est un FET (veir ultéricurement)

- Le transistor est uf transistor de puissence Darlington demandant une tension de

base impertante, contrfleur sur HI.

g) Un transistor déclaré bon peut 8tre slors mesuré en beta, en tension de claguage et en
ft.

2. MESURE DE DETA

a} Placer le clavier (4) sur lz pesition pour laquelle toutes les &lésctrodos sant
identifides.
b) Positionner le sélecteur (12) sur la position NPN ou PNP déterminée dans 1'essai
EON-MAUVALS.
¢) Placer 1'interrupteur L0 PWR/HI PWR sur 1= position approprife.

L0 PWR pour les transistors de potits signaux

HI PWR pour les trensistors de pulssance.




$i aucune inforeation n'ost dispenible sur le trzasister en esszi, 1'aspect physique
permet de détereiner s'il s'sgit 4'un transistor de puissance ou nonj copendant le
transistor ne sero pas encosmagé s'il est essayé dans les deux positions. En fait une
mesure de beta peut Stre faite  fort et & faible courant pour tout type de transistor.

d) Positionner 1'interrupteur (9) sur 12 position "Transistor beta" et observer 1'in-
dicateur (19). Lire le gein du tramsistor sur 1'&chelle "LO ou HI beta" sulvant la
positlon respective "LO™ ou MHI beta® de 1'interrupteur (10). Lz valeur de Peta est
indiquée directement sur chaque échells.

) $'il y 2 un doute quant 3 1'identification correcte des dlectrodes noter le bota mesure
on d) ci-dessus et placer alers le clavier sur 13 position adjacent de méme coulaur de
base. Meintenir le selecteur (9) plus &lovée correspond & un positionnement correct du
clavior. La positicn du clavier donnant une indication plus feible de bota est le beta
inverse (callecteur et Emetteur interchanods).

f) Pour permottre une identification cortzine lo eadéle 530 est congu do telle maniire
qutavcune indication nc sera obtenu en "d" si le seei-conductour mesurd est un FET. 5§ une
locture est obtenue avec 1e sélectour (9) sur 1a position FET Gm le semi-conducteur ost un
FET et le gain ou 6m est ohservé sur 1'Echalle apnraprife do 1'indicateur (19).

5. MESURE DE Ft

Pour la mesure de Ft i1 ost important de savelr, qu'avec certains transistors, la mime
diviation de 1'indicateur peut Gtre produite sur deux gammes telles que 0-100MHz et
0=500MHz .

Lo velour Ft du trensistor est toujours prise dans la gamme qul donne la plus forte
indication numéricue,

a) Pour obtesir une indication certaine concornant les caractéristiques en fréquenco du
transistor en ossai, 1'identification des broches et lez polarité du seml-conductour
doivent Etre connues (selon los détersinations des sesures pricédentes).

b} Insérer lu tronsistor dans le support Pt appropril (15) ou (16). les flectrodes du
transistor doivent correspondre aux indications du support. 5i le transister ne peut pas
Gtre branché dans le support wtiliser 1'adaptateur 3 trols connectinns. 11 est 3 noter que
toute longueur de cable supplémontaire est préjudicisble 3 12 priclsion de la mesure; pour
cotte raison 1'adaptateur ne doit pas 8tre utilisé qu'en cas de nécessité absolue.

¢) Positionner le solocteur (17) sur la gamse 0-1500 et lire 1a valeur de Ft sur 1'Echelle
1500MHz de 1'indicateur (18).

d) $i 12 lecture est supérieure 3 300, elle représente la valeur Pt du transistor mesurt,
) $i 13 lecture ost eoins de 300, positicnner le sélectsur (17) sur la gamme 0-500 ot
abserver 1'indicateur (18). S1 12 lecture est supériesre 3 50 elle reprisente 1a valeur Ft
du transistor mesuré.

f) Si 1z valeur est moins de 50, positicaner le silecteur (17) sur la gasme 0-100MHz et
lire 13 valeur Ft sur 1"indicateur (18). En dessous de 5 la précision de cette gaeme est
faibile.

g) 5'i1 existe une différence dans les lectures sur 2 Echelles el il y 2 rocoupement, 1a
plus grande valeur absolee de Ft est la plus pricise.

NOTE SUR LES MESURES DE TEWSIONS ET DE CLAQUAGE

Toutes les mesures de tensions et de claguage décrites &liminent la necessité de connaitre
les electrodes du semi-conducteur en comsangant les essals.

Lorsque les Glectrodes sont idenmtififes l2 teble sulvante indique les branchements 3
effectuer pour le semi-conducteur mesuré. les positiens du clavier (4) indiquées corres-
pondent 3 la position Mtout en haut™ pour 1 et la position adjacente pour la position 2.
Ces 2 positions correspondent # une coulgur de basc verte dans la fendtre d'identification
(3).

Les branchements 5 cffoctuer sont réperés par un "X". Lersgue le branchement n'est pas
necessaire, 1o mention "NIT est portée.




Coulaur des fils de branchement ot numéro

Jaune (3) Vert (2) #leu (1) Position
Mesure Emettour fase Collecteur du clavier
B¥ces, Ices ¥ i 1 1
BVeeo, lceo X i X 1
EVebo, Icbo L1 H X 1
BVecs, lecs X ¥ i 2
BVeco, leco H L3 X Z
Bv¥ebo, Iebo H X Ha 2

h, BVcos ; Mosure de 1o tension de claguage bese et émettour en court-clrcult,

a) Reller le transistor cux fils do broanchesant ou au support (7).

b) S'sssurer que le solecteur (5) est sur 12 position MLOM.

¢) Déplacer le clavier jusqu'd 1'obtention del2 position MEONT indiquée par une des lampes
de polarité (1) ou (2).

Hore

S1 1a mesure "BON® MMAUVAIS™ du paraaraphe (A1) résulte en une indicaticn "BON" sur deux

positions sdjacentes du clavier (4), le collecteur peut Btre identifié par les obser=
vations sulventes en sesure de fulte &
~ Positionner 12 cosmonde (1%) sur environ 10 volts
- Cnfoncer le poussoir {13) et déplacer le clavier sur les doux nositions donnant
1'indication "EONY
- La position du clevier correspondante 3 le plus faible Indicatinn sur (9) est 1a
position pour laquelle toutes les {lectrodes peuvent tre identififes.
d) Positionner le sélecteur (12) sur la position correspondante 3 1a polorité indiquies
por 1a lampe (1) ou (2).
e) Placer le potentiométre (14) sur O,
) Enfoncé le pousscir (13) et sugeenter doucesent 12 tension jusgu'd 1'obtenir une
brusque augmentation ou un changement soulain du courant chservé sur le milliampéresetre
(19), La tension indiquée per la fléche est la tonsion de claquage base et Gmetteur en
court-circuit (GVees).
Pour une mesure précise de cette tension, il est possible de brancher un voltmdtre 3 haute
impidance ontre les bornes collecteur-emetteur. Me pas laisser le voltmétre branché aprés
cotte mesure.

5. BVeeo (Tension de claquage collecteur, émetteur, base ouverte)

a) Aprds avoir détersiné 12 position correcte du clavier (4) (wair § 2 ci-dessus) -
déhrancher 13 base soit en débranchant 1z pince mini-lock seit en tordant 1'&lectrode base
du transistor si le socle {7) est utilisé. Dans ce dernier cas s'assurer que 11&lectrode
débranchée ne touche pas le panne2u avant du 530.

b) Pasitionner le potentiométre (14) sur O Velt.

¢} Appuyer sur le poussoir 13 et augeenter lentement la tension 3 1'aide du potentiométre
(14) jusqu'h ce qu'une brusque sugmentaticn ou un changement soudaln du courant soit
observé sur lg milliampéremétre (19). L2 tensicn indiquie est RVceo.

6. BVcbo (Tension de clzquage collecteur-base emetteur ouvert)

a) Aprés avoir détermini 1s positicn cerrecte du clavier au § 2 ci-cessus, brancher le
transistor au culet (7) de telle msznidre que ssuls le collecteur et 12 base soient
branchés.

b} Positionner le potentiométre (14) & 0 Velt

¢) Enfoncer 18 poussolr 13 et sugmenter lentesent le potentiométre (14) jusqu'd ce qu'une
brusque sugmentation ou un changement soudain du courant scit observé sur le milli-
ampéremitee (19). Lo tension Indiguée par (14) est [Vcbo.




7. DVebo (Tension inverse de cleguege fmettewr-base collscteur ouvert)

a) Pesitienner le potontiométre (14) sur O

4) Mettre 1g clavier sur 1a position adjecente (et re méme couleur de base) @ celle
utilisée pour 1'gssai [Vees aw peragraphe 2.

¢) Bébrzncher 1'électrode ccllectsur.

d) Enfoncer le poussoir (13) et augmenter lentement 1z temsion 3 1'aide du potenticmétre
(14) jusqu'3 co qu'ume hru-que sugmentation cu un changesent soudain de courant solt
ohservé sur le millismpéreattre (13). L2 tension & co point est EVebo, allo peut Btre

mesurée avec précision en branchant un veltaotre haute impédance entre hase ot @mattevr.
Ne pas laisser la voltmitre branché apris le régloge de 1a tension.

B, BVaco (Tension inverse de claguage éretteur-collecteur base auverte)

a) Positionner 1o potentiométre (%) sur O wvolt.

b) Mettre le clavier sur la positlon adjacente (et do mEme couleur do base) d celle
utilishe pour 1'essol Pvees au §2.

c) Débrancher 1'électrade de base.

d) Enfancer lo poussoir (13) et augmenter lentgsent la tonsion & 1'2ide du potentiométre
1 jusqu'd ce qu'une brusque augmentztion ou changement soit ohservé sur le milll-
mmperemétre (19). La tension 3 cc peint est DV¥eco, elle peut Gtre mosurfe avec pricision
an brenchant un voltmétre havte impidance entre colleectour ot foetteur. Ne pas lalsser leo
voltmétre branchd aprés cette mesure.

g. b¥ecs (Tension inverse de clequage Gmetteur-cnllocteur avec base et collacteur en
court-circult).

a) Positionner le potentiomitre (14) sur 0 wvolt

b) Positionner le clavier (4) sur la position adjncente de mime couleur de base, A collo
utilisée pour la mesure de BVces.

¢) Enfoncer e poussoir 73 et zugsenter lentoment la tensicn i 1'aide du petentlométre 14
jusqu'i ee qutune brusque augmentetion ru changesent snit observeé sur le milliamperemitre
(19). La tension 3 ce point est Pvecs, elle peut 8tre mesurée avec précision en branchant

un voltmdtre & haute impideace entre lé collectevr et 1'emetteur. Ne pas laisser le
voltmdtre branché aprés cette resure.

10. MESURES DES COURARTS

Ices
Toen
leho
Lebo
leco
lecs
Lz mesure du courant est une limite pour une valeur de tension spécifide. 5i ces carsct-
éristiques sont connues, pracéder comme sult :

la mesure des ccurants indigues ci-contre est offectufe respectivemant
aprés 1a mesure do BVces, [Vces, EVcbo, §vebo, Veco, fVecs

e i it

a) laisser le clavier dans 1z position de 1'essai précédent. laissar 1e transistor branché
comme 1'essai précédent.
Soit : Essei de EVees pour Tees - courant collecteur fmetteur base et emetteur on
court-circuit
Yeeo pour Icen = courant cellecteur emetteur base auverte.
vche pour Icho - courant collecteur base avec fmetteur ouvert.
fWeho pour Iebo - courant inverse emetteur base collecteur ouvert.
BVeco gpour lzco - courdnt inverse emetteur collecteur basa ouverte.
iVecs pour lecs - courant inverse esetteur enllecteur base collec-
teur en court-circuit.
b) $i une indication approximative de 1a tension est suffisante, 1'échelle du poten-
tiomdtre (1h) peut #tre utilisée. S§1 une valeur exacte de la tension est nécesszire,
brancher un voltmitre 3 haute impidance entre les électrodes cu semi-conducteur :

Collecteur-émetteur pour mesure de Ices § Emetteur-baso pour mesure de Iebo
Emsttour-collecteur pour mesure #e leen ; [motteur-collecteur pour mesure de leco
Base-collecteur pour mesure de Icho ; Eeetteur-collecteur pour mesure da Tges.




E-FEI

¢) Enfancer l¢ poussoir (13) et positisaner le potentiométre (14) 3 l2 tension spécifide.
d) Débrancher le voltmitre, sinon 13 waleur sosurée du courant serait arronnéa.

¢) Le poussedr (13) &tznt meinteny enfoncé, lire la valeur du gourant sur le Milli-
amperemitre (19)

1. ESSAL DON/MAUVAIS ( TET petits signaux et FET de-
puissance)

a) Positionner }'interrupteue (5) sur HI.

4) Brancher Yo FET aux pinces mini-lock ou Gens le secle (7).

¢) Déplacer lentement le clovier jusqu'd obtenir une indication bonna. L2 lampe (1) ou (2}
s'allume et un signal audio est entendu si 1'interruptour NSPEAKERY est sur la position
N,

dYLes MJFETY indiquent bon sur 2 positions 2d¢jacentes de atme couleur do base (la plupart
dos J FET sont symitrigues).

o) La couleur indiquée pour 1o base dans la feniitre d'identification correspond § la
grille.

f) §1 aucune indicotion Mbonne™ est obtenue le FET est défectuoux.

g) Un FET indiquant "bon" peut Btre tvalué plus complitoment en appliquant la procéduro
fqui suit . Avant de faire les mesures suiventes noter la polarité indliquée par 12 lampe

(1) vu (2).
2. MESORE DE Gm

a) Dbplacer le clovier sur une des positions produisant une indication bonne.
b) Positionner 1'iaterruptour (4) sur 1o prlarité indiquée dans 1'essai ci-dessus.
¢) Positionner 1'interrupteur (20) sur 12 position approprite.

L0 PWR pour les FET petits signeux

HI PWR pour les FET de puissance.
i pucune informetion est connue sur le TET en essal, 1'aspect physique permet de
diterminer s'il s'agit d'um transister ce puissance ou non, cependant le transistor ne
sara pas endommagé s'il est essayé deas les 2 positicns. En fait wne mesure de Gm 3 fort
et 3 faitle courant peut Etre effectuée pour tout type de FET.
d) Positionnar le sélecteur WTRANSISTOR BETA[FET Ga" sur 12 position FET Gm.
o) Lire la velour de Gm sur 1'échelle appreprife du millisspéremétre (19).

PRECAUTIONS

Les "J FET" pouvent Etre assayfs en conducticn 2t en tension de claguaoe sans risque.
Cependant les "MOS FLTT peuvent Ztro détruits si les tersions de claguage sont dépassées.
Pour éviter de détruire un FET qui n'est pas identifid avec certitude comse un type MOS
FET cu un type joncticn, ne pas dipasser 10 Volts dens les essais qui sulvent.

$i 1z semi-conducteur st correctement identifii et les caractéristiques connues, i1 peut
3tre essayé aux veleurs limites.

3., COURMNT Tdss

les courants jusqu'd Smd peuvent etre mosurés en dessnus de 10 Vnltsy 1'indication en
courant est limitée & 100 microampers lorsnue 1'essai est fait au-dessus da 10Volts.

Bien que l2 valeur de courant Idss est habitvellemant spécifide pour un J FET & ume valeur
do tensicn Drain-source suptrieure 3 10 Velts; la valeur mesurfe entre 5 et 10 wnlts est
précise car la peurbe garactirietinn- Au =azront freln gst constante Au-dessus de quelnues

volts, (vois finure ).
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Las transisters 3 effst de champ de puissance ont presque toujours un courant ITdss
supbrisur 3 SmA. 51 1a pleine chells du galvanomiétre est atteinte pour moins de 5 WVelts,
Is courant Idss est suparieur 3 5mA et ne peut Btre mesurd avec précision.

a) Positlenner le potentiesitra (4) § 0.

b) Pesitionner le clavier (&) sur une benne indication.

¢) Positionner le sélacteur NPH/PNP sur la pesition indlquée par la lampe (1) ou (2)

d) Enfencer 1s pousseir (13).

e) Mugnenter 1a tension & 1'aide du potentiométre (14) et observer la galvanomdtre (19).
Sauf si les paramétres du FET sent cennus, ne pas dépasser 10 Velts. Un volmétra haute
imphoance peut Btre branché sux #lectrodes drain source pouf datarminer la tenslon exacte
correspendante @ la valeur Idss lue.

Lorsque l& courant ebservh dépesse 5mA en dessous de 10 velts ou dépasse 100 Microampéres
au dessus de 10 volts 1'échells volt na doit pas Btre utilisée en raisen de clrcuit de
limitetion courant.

k. FUITE GRILLE DES FET & Fulte Orain/grille et/ou fuite Source grille

a) Noter la polarité indiquée dans 1'essal ben/mauvais.

t) Positionner 1'interrupteur NBN/PHP sur la polarité inverse de celle indiquae en a)
cl-dessus.

¢) Positionner le potentiomdtre (1%) approximativement sur 10 volts, ou si elle est
connue, sur la tension désirée.

d) Enfancer le poussoir (13) et déplacer le clavier sur les 6 pesitions successives en
observant le milliasperemétre (19).

i 1& semi-conducteur est bon, le courant doit &tre nul sur 2 des six positions.

5. FUITE ORAIN-GRILLE ou FUITE SOURCE-GRILLE (disdes isnction)

a) Placer 1 sélecteur (5) sur ls pesition HI et déplacer le clavier jusqu'd 1'obtentian
d'une bonne indicatien 3 la lampe (1) ou (2) #clairde.

¢} Positionner le potentiométre (k) sur 0 Valt.

d) Positionner le sélecteur (12) PXP/NPN sur 1z polaritd Indiquée par 1a laspe (1) eu (2).
o) Positionner le tlavier de telle maniére que la couleur branchée 3 la grille du FET
apparaise 3 la place collecteur dans la fenetre d'identification.

{) Maintenir e poussoir (13) enfancé et augaenter lentement la tentlon jusqu'd ce gu'uns
brusque sugnentation du courant de fulte seit indiquée par le nilliampereadtre.

Le courant et la tension correspendante ont 1s signification suivante pour 2 types de FET
J=FET  Tension at courant de polarisatien direct pour 1a grille jonction canal P-A

MIS-fET La tension de claguage peur les courants conbinds courant de fuite grille/canal et
de 12 diode de pretection si présente sur le sesi-conducteur.




6. FET (faible puissence) fonctionnement on appauvrissement

Le coyrant de fuite ces effets de champ f2ible poissance fonctionnant en régime appauvrl
ne peut pas &tre mesuré avec ceértitude per le 530, cet gss2i nécessitant de polariser 1a
grille en inverse.

7. FEY fonctionnant en ricime enrichi

Les effots de champ enrichis pouvent Stre contrBlés en appliguant la meme procédure que
les transistors (§ A1)

C.DI0DES
9. IDENTIFICATEON DES CLECTRODES

) Positionnor 1o sélecteur de oclorité sur PHP

b) Afficher 5 vnlts enviran 3 1'aide du potentiométre (14°

¢) brancher les pinces blewe ot jaune nux bornes de la diode.

d) Enfoncor 1o pousscir (13) et tourmer le clavier sur llune des 2 positions couleur de
baso verte produisant une dévietion pleine fchelle. La cethode de la dinde est gonnoctée @
12 pince aysnt 1o couleur indiquée par collecteur cans 1a fondtre o'ldentificeticn,

2.FUITE

a) Branchar 12 pince blewe ot la pince jaune aux bornes de la dinde.

b) Mgttre lo clavier en position 1 c'est a dire coulewr de basc verte.

¢} Mettre lo sélecteur WPH/PNP sur PHP

d) Afficher § volts envircn 3 1'aide du potentiondtre (14)

o) Enfoncer le pousseir (13) et placer le clavier sur 12 pesition (couleur de base verte)
indiquant le plus faible esurant.

) hugeenter la tension jusqu'? 1'obtention f'une hrusque ¢ariation du courant, corres-
pendante & 1o teasion de claquege de la dicde.

Tout courant indigué en dessaus du point de claguzge est le cocurant de fuito de la diode.

B. DIDDES TEMER
1. IDENTIFICATION DES ELTCTRODLS

a) Urancher les pinces bleue et jaune aux bornes de lz diode.

b} Positicnner le sélecteur NPN/ENF sur la pasitinn PHP.

¢} Mficher environ 5 volts sur le potentiométre The

4} Enfoncer & poussoir 13 et déplecer le clavier successivesment sur les 2 positioms
supéricures. Noter 12 position indiguant te plos fort dékbit.

&) Lz couleur indinuée par collecteur dans la fenBtre C'identificatian gst 1a cathede, et
celle indiguée par émettevr est 1'zncde.

2. TENSION ZENER

a) Branchor les pinces bleve et jaunc 2ux bornes de la diode.

) Afficher 5 wolts au patentiométre (14)

¢) Maintenir le poussoir 13 onfonce et sunmenter la temsion {14} jusqu'd observer une
aunmentaticn ou un changesent soudain du courant. C'gst la tensicn Zemer, pour la wvaleur
de courant indiqué, de 1z dlode.

d) La valeur exacts de 12 tension peut Btre sesurée avec précision 3 1'aide d'un wnltmitro
haute impddance brenché sux bornes de celle-ci.




E. THYRISTORS

1. Positionner le sélecteur (5) sur "HIM
2. brancher le thyristor dans n'importe quel ordre.
3. Tourner lo sélecteur jusqu'® ce que 13 lampe NPN s'allume sur une position et la lampe
PNP s'allume sur une autre pesition ayant une couleur base différente.
h, Le thyristor est bon si ¢t
) Une Indicetion NFN
b) une indication PNP sont obtenves avec des coulewrs do base différentes.
firanchement :
a) La couleur de hase indiquée lorsque la lampe NPH est allumde est la gachatte.
b) La couleur de base indiquées lersque 1a lampe PHP est allumde, est la cathode.

5. Lorsque le thyristor indique msuvais, i1 faut le sortir du circull pour gontralar @
nouvesu. Certoins thyristors haute tensien sont bons lorsqu'ils indiguent ban sur une seule
position (balayage TV). '




